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当输入电压开始加到PD时，它必需在2.5 VDC到10 VDC
的电压范围内呈现出正确的检测信号阻抗。这个阻抗
由R51提供。

第二个“分级”阶段发生在15 VDC到20 VDC输入电
压范围内。PD必需吸收指定的电流来确认器件的级别
（“Class 0”为0.5 mA到4 mA范围）。此功能也是由
R51来完成。

双极性三极管通路开关

在第三阶段，输入电压大约超过30 VDC（28 V + VR52）
时，双极性通路开关（图1中Q51）将输入电压连接
到电源。稳压管VR51导通，通过R52驱动电流到Q51
的基极。R53阻止在其他条将下的导通。一旦电源启
动，D51、D52、C51和R54通过从电源偏置绕组耦合
功率来强化基极电流驱动。

®

应用 器件 输出功率 输入电压 输出电压 拓扑结构

PoE/VoIP DPA424P 15 W 28-57 VDC 5 V / 7.5V / 20 V 正激式

图1. PoE接口电路 — 使用了一个双极性三极管通路开关及DPA424P 

U1
DPA424P

D6
BAV

19WS

Q22
Si4804

D21
SL13
15 V

Q21
Si4804C2

1 µF 
100 V

VR1
SMBJ
150 C5

47 µF
10 V

D41
BAV19WS

D31
20CJQ060

R21
10 Ω

R22
10 Ω

R23
10 kΩ

VR21

C21
2.2 nF

U2

T1

R1
619 kΩ

1%

R3
1.0 Ω

C22-C24
100 µF 5 V

VR41
6.8 V

D42
IN4148

C31
100 µF
10 V

C41
4.7 µF, 35 V

C25
1 µF
10 V

RTN
J1-2

J1-1
L1

1 µH 2.5 APoE Interface

L2
16 µH 4 A

C6
4.7 µF 
20 V

D11
BAV19WS

U3
LM431AIM3

C11
2.2 µF
10 V

R14
1 kΩ

R15
10.0 kΩ

1%

R16
10.0 kΩ

1%

R4
160 Ω

R12
150 Ω

R13
11 Ω

C1
1 µF

100 V

U2
PC357N1T

R11
10 kΩ

PI-3824-082404

DPA-Switch

5 V, 2.4 A

J2-2

RTN

J2-1

7.5 V, 0.4 A

J2-3

20 V, 10 mA

J2-4

C13
68 nF

4

5

3

6

7

1 8

7 2

7

8

6

5

4 3

DC
Input

Voltage

R2
13.3 kΩ

1%

R52
20 kΩ

R51
24.9 kΩ

1% 1/4 W

D51
BAV19 D52

BAV19

C51
1 nF
50 V

R54
20 Ω

VR51
28 V
5 W

D

S

C

L

FX

CONTROL

+

C12
100 nF

R53
20 kΩ

Q51
TIP29C (100 V/1 A)

C4
220 nF

设计特色

• 使用D PA424P可使以太网供电（P o E）用电设备
（PD）实现简单的接口电路

• 包括PoE检测信号的阻抗（从2.5 VDC到10 VDC时为 
24.9 kΩ）

• 包括“Class 0”分级电路（从15 VDC到20 VDC时为 
0.5 mA到4 mA）

• 低成本双极性通路开关（最低效率87％）
• MOSFET通路开关效率最高（最低97％）

工作方式

在网络和电信应用中以太网供电（PoE）越来越被广泛
采用。典型的用电设备方案如图1所示，包含一个PoE
接口电路和一个DPA -Switch DC-DC转换器框图（DC-
DC转换器工作细节请查看DI-69）。

PoE规范要求用电设备提供三个基本功能：检测、分级
和通路连接。
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MOSFET通路开关
一个可供选择的基于MOSFET的第三阶段方案如图2所
示：在输入电压超过30 VDC左右（28 V + VG(Q51)）时，
将输入连接到电源。电阻R53阻止在其他条件下的导
通，稳压管VR52在输入电压较高（>43 VDC）时限制
Q51的栅极到源极的电压。

设计要点
双极性三极管通路开关：

• 选择双极性Q51，使其有足够的电流电压容量和最高
可用的“直流电流增益”。

• 选择R52，使其在启动时有足够的基极驱动，以使 
DC-DC转换器启动。

• 选择R54（典型值10-20 Ω），使其限制开关期间的容
性耦合电流尖峰。

• 还可选择三极管MMBTA06。

MOSFET通路开关：

• 选择R52，使其限制稳压管VR51和VR52所消耗的 
功率。

• 选择R53，确保MOSFET在28 VDC输入电压之下  
关断。

• 选择V R51，以阻止Q51在为达到理想值前导通 
(<28 VDC)。

• 注意更高值的R52、R53和VR51会限制损耗。
• 选择VR52，使其能限制Q51的最大栅极到源极电压

（典型15 VDC是一个好的选择）。
• 还可选择MOSFET Si2328。

图4. 分级电流（级别“0”）

图5. 通路开关效率
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图2. 使用MOSFET通路开关的PoE接口电路
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图3. 检测接口阻抗
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